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【文汇报】我科学家发现新型二维晶体材料

为发展纳米电子器件提供极大可能

  文章来源：文汇报 杨保国 史博臻 发布时间：2014-03-07 【字号： 小  中  大 】 

  二维晶体材料家族再添新成员——黑磷。中国科学家最近成功制备出基于新型二维晶体黑磷的场效应晶体管器

件，这是国际科学界继石墨烯（其发现者获2010年诺贝尔物理学奖）之后的又一重要进展，其在纳米电子器件应用

方面具有极大潜力。该成果发表在最新一期国际学术期刊《自然·纳米科技》上。  

  场效应管是现代电子工业的基础型器件，其传统原材料是硅，但硅的制造工艺正逼近“天花板”。此后，单层

原子厚度的石墨烯被发现，标志着二维晶体成为一类可能影响未来电子技术的新型材料，然而二维石墨烯的电子结

构中不具备能隙，无法实现电流的“开”和“关”，弱化了其取代计算机半导体开关的前景。科学家们探索并提出

了几种替换材料，如单层硅、单层锗，但这些材料都不稳定，不利于应用。近年来，科学家们努力寻找新型材料，

希望进一步提高场效应管的性能。  

  针对上述挑战，中国科技大学陈仙辉教授课题组与复旦大学张远波教授、封东来教授和吴骅教授课题组合作，

成功制备出基于具有能隙的二维黑磷场效应晶体管。实验显示，这种材料厚度小于7.5纳米时，在室温下可得到可靠

的晶体管性能，漏电流的调制幅度在10万量级，电流-电压特征曲线展现出良好的电流饱和效应。这些性能表明，其

在纳米电子器件应用方面具有极大潜力。 

  （原载于《文汇报》 2014-03-07 07版） 
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